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Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur Aufierung wird eine Frist von 

6 Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der AuRerung gegebenenfalls beigefugt warden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Slattern erforderlich. Die Aulierung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertlgung benotlgt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche Oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert. so hat der Anmelder. 
sofern die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind. im Einzelnen anzugeben, an welcher 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 



Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung fiir die Bundesrepublik Deutschland eingererchten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung 
die den gleichen Gegenstand betrlfft, einreichen und gieichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Drese 
Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats mdglich, in dem die 
Patentanmeldung durch rechtskraftige Zuruckwelsung. freiwillige Rucknahme oder Rucknahmefiktion eriedigt, ein Einspruchsverfahren 
abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist 
Ausfuhrhche Informationen uber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung. einschliefilich der Abzweigung. enthalt das Merkblatt ftir 
Gebrauchsmusteranmelder (G 6181). welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhaltlich ist. 
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In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Num- 
merierung gilt diese auch fur das weitere Verfahren): 

1) ONO, H., KATSUMATA, T.: Interfacial reactions between thin rare-earth*metal oxide 
films and Si substrates. In: Appl. Phys. Lett, 2001, Vol. 78, No. 13, S.1832 - 1834. 

2) WANG, Z.M., u.a.: Photoemission study of the interaction of a PrjOa overlayer wjth 
Si(100) as a function of annealing temperature. In: 8th International Conference on I 
Electronic Materials {IUMRS-ICEM2002): Symposium A: Nanomaterials and Struc- 
tures Symposium M: Silicon Materials Used for ULSI Symposium P: Ferroelectrics 
and High-epsilon Dielectric Materials, Xi*an, China, 10-14 June 2002. Microelec- 
tronic Engineering, April 2003, Vol. 66, No. 1-4, S. 608 - 614, 1. 

3) EP 1 096 042 A1 

4) JEON, S., u.a.: Excellent electrical characteristics of lanthanide (Pr, Nd, Sm, Gd, 
and Dy) oxide and lanthanide-doped oxide for MOS gate dielectric applications. In: 
International Electron Devices Meeting, 2001, IEDM-01, Technical Digest, IEEE, 
2001, ISBN 0-7803-7050-3, S. 471 - 474. 

5) US 2002/ 0063299 A1 ^' 

6) EP 0 577 067 A2 U 

Der Prufung liegen die ursprunglich eingereichten Unterlagen, insbesondere die Patentan- 
spruclie 1 bis 20 zu Grunde. 

1. 

Ein Halbleiterbauelement mit alien IVlerl<malen des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus der 
Drucksclirift 1. bekannt, sielie die Zusammenfassung Oder die Figuren 1 und 2 i.V.m. dem* 
Text auf der Seite 1 833. 

Das Halbleiterbauelement nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist somit mangels Neuheit 
nicht patentfahig. 

Auf die Druckschrift 2, deren Inhalt als vorveroffentlicht gelten kann, siehe das "Preface" auf 
der Seite 1 , wird an dieser Stelle noch verwiesen. 



Die Dicke der Siiizium (Si), Praseodym (Pr) und Sauerstoff (O) enthaltenden Mischoxid- 
schicht ist im Stand derTechnik nach der Druckschrift 1 gemafi den Merkmalen der gelten- 
den Unteranspruche 2 und 3 auch geringer als 5 Nanonneter oder 3 Nanometer, da die 
Mischoxidschicht an der Grenzflache zwischen siliziumhaltiger Schicht und Praseodymoxid- 
schicht ("LnzOa" mit "Ln = Pr") lediglich aus Si-O-Pr-Bindungen ("Si-O-Ln bonds" mit 
"Ln = Pr*'), also aus einer atomar dunnen Schicht aus dem Mischoxid besteht. Diese dunne 
Schicht aus dem Mischoxid nach dem Stand derTechnik gema(2> der Druckschrift 1 ist ferner 
als pseudobinares, nicht stochiometrisches Silikat ("a silicate (LnSiO) layer" mit "Ln = Pr") 
gemali den diesbezuglichen Merkmalen des geltenden Unteranspruchs 4 aufzufassen. 

Entsprechend nach den geltenden Unteranspruchen 2 bis 4 ausgebildete Halbleiterbauele- 
mente sind somit gegenuber dem Stand der Technik nach der Druckschrift 1 ebenso nicht 
neu. 

Die Neuheit eines Halbleiterbauelements gegenuber dem Stand der Technik nach der 
Druckschrift 1 oder nach der Druckschrift 2 ware vielmehr in einem neuen Hauptanspruch 
durch eine geeignete Anga,be herzustellen, aus der hervorgeht, dass die Mischoxidschicht 
durch einen separaten Abscheideschritt entstanden ist und eine Dicke aufweist, die mittels 
der in den Druckschriften 1 und 2 beschriebenen, nachtraglichen Materialumwandlungen an 
der Grenzflache zwischen siliziumhaltiger Schicht und Praseodymoxidschicht nicht erzielbar 
ist. Ggf ist hierzu ein Ruckbezug auf das Verfahren nach dem geltenden Nebenanspruch 1 1 
hilfreich. Ein solcher Ruckbezug allein reicht jedoch nicht aus. 

Angesichts des weiterhin ermittelten Standes der Technik nach den Druckschriften 3 und 4 
musste ein voraussichtlich patentfahiges Halbleiterbauelement in einen neuen Hauptan- 
spruch noch dahingehend prazisiert sein, dass die Mischoxidschicht aus Siiizium, Praseo- 
dym und Sauerstoff besteht . zumindest zu einem uberwiegenden Anteil. 

Fur den auf dem Gebiet der Halbleiterbauelemente mit dielektrischen Schichten mit hoher 
Dielektrizitatskonstante tatigen Fachmann liegt es namlich nahe, die Metalloxidschicht (40) 
im Halbleiterbauelement nach der Druckschrift 3 durch das aus der Druckschrift 4 bekannte 
Praseodymoxid ("Pr203) zu ersetzen, womit sich in der darunter liegenden, aus Hafnium-, 



strontium- Oder Zirkonsilikat bestehenden Mischoxidschicht (20) durch eine Granzflachenre- 
aktion mit einem darauf befindlichen Praseodymoxid ein Praseodymbestandteil einfinden 
wurde, der zu einer Mischoxidschicht und damit zu einem Halbleiterbauelement mit alien 
Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 fQhrt, siehe in der Druckschrift 3 die FIgur 9 
i.V.m. dem Text, insbesondere die Absatze 19 und 20 und siehe in der Druckschrift 4 die 
Angaben zum Pr203 auf der Seite 471. 

Angesichts der Angaben in den Zeilen 18 bis 21 in der Spalte 5 in der Druckschrift 3 er- 
scheint ferner eine minimale Dicke von 1 Nanometer zur Abgrenzung des beanspruchten 
Halbleiterbauelements gegenuber dem Stand der Technik nach den Druckschriften 1 und 2 
als angebracht. 

Ein in entsprechender Weise gemaf3> den obigen Ausfuhrungen gegenuber dem Stand der . 
Technik nach den Druckschriften 1 bis 4 abgegrenztes Halbleiterbauelement ware in einem 
neuen Hauptanspruch voraussichtlich patentfahig. 

tm geltenden Unteranspruch 4 scheinen sich die Begriffe "pseudobinar" und "nipht stochio- 
metrisch" nur auf "Silikat", nicht jedoch auf "Legierung" wie in der Beschreibung, Seite 3, 
Zeilen 30 bis 32, zu beziehen. Eine diesbezugliche Klarstellung in einem neuen darauf basie- 
renden Unteranspruch ist somit erforderlich. Zu den entsprechenden Merkmalen dieses Un- 
teranspruchs wird noch auf die Druckschriften 5 und 6 verwiesen, siehe in der Druckschrift 5 ' 
die Absatze 52 bis 54 und in der Druckschrift 6 die Zusammenfassung, sowie die Zeilen 39 
bis 49 auf der Seite 3. Auch die Druckschrift 4 befasst sich im Ubrigen mit einem hinsichtlich 
der Zusammensetzung anmeldungsgemalien Mischoxid, siehe den ersten Absatz unter dem 
Abschnitt B. auf der Seite 472. 

Die weiteren Unteranspruche 5 bis 10 konnten sich einem neuen, voraussichtlich gewahrba- 
ren HauptansprUch voraussichtlich inhaltlich unverandert anschlielien. 

Bei dem unter I. beschriebenen, fur den Fachmann in naheliegender Weise durch eine Kom- 
bination der Druckschriften 3 und 4 ausgebildeten Halbleiterbauelement trifft es zu, dass die 



Mischoxidschicht in einem in entsprechender Weise ausgebildeten Verfahren zu seiner Her- . 
stellung auch Praseodymanteile enthalt, wenn nach der Mischoxidschicht (20) eine Praseo- 
dymoxidschicht (40) auf der siliziumhaltigen Schicht (10) abgeschieden wird. siehe nochmals 
in der Druckschrift 3 die Figur 9 i.V.m. den Text. 

Das Verfahren nach dem geltenden Nebenanspruch 11 ergibt sich somit mit alien seinen 
Merkmalen aus einer fur den Fachmann naheliegenden Kombination der Druckschriften 3 
und 4, da im Verfahren nach der Druckschrift 3 die Mischoxidschicht (20) ebenso bei einer 
Substrattemperatur von weniger als 700X abgeschieden wird, siehe in der Druckschrift 3 
den die Spalten 4 und 5 uberbruckenden Satz. 

Das Verfahren nach dem geltenden Nebenanspruch 1 1 ist mithin nicht patentfahig, da es 
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. 

Ein gegenuber dem Stand der Technik nach den Druckschriften 3 und 4 abgegrenztes Ver- 
fahren hat analog zum Halbleiterbauelement das Merkmal einer aus Silizium, Praseodym . 
und Sauerstoff bestehenden Mischoxidschicht zu enthalten, zumindest zu einem uberwie- 
genden Anteil. 

Ein derartig prazisiertes Verfahren in einem neuen Nebenanspruch ware voraussichtlich pa- 
tentfahig. 

Die geltenden Unteranspruche 12 bis 20 konnten sich diesem neuen Nebenanspruch vor- 
aussichtlich inhaltlich unverandert anschlieiien. 

III. 

Es sind neue Patentanspruche einzureichen, die den vorstehenden Ausfuhrungen Rechnung 
tragen. Die Beschreibung ist in ubiicher Weise anzupassen. Der entgegengehaltene Stand 
der Technik ist in der Beschreibungseinleitung kurz zu wurdigen. 

Mit den vorliegenden Unterlagen ist eine Patenterteilung nicht moglich. Bei ihrer Beibehal- 
tung muss vielmehr mit der Zuruckweisung der Anmeldung gerechnet werden. 




Falls eine AuUerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wind eine formlose Mitteilung uber 
den Erhalt des Bescheides erbeten. 

Priifungsstelle fiir Klasse H 01 L 
Dr. Lampert 
Hausruf: 4730 

Aniage: . 

6 Entgegenhaltungen 
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